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요약

삼중의 전원선을 가지는 에스램이 게시된다. 삼중의 전원선을 가지는 에스램(SRAM)은 소정의 제1 내부 전원선을 통

하여 제1 내부 전원 전압이 공급되며, 제1 두께의 게이트 산화층을 가지는 메모리 어레이부; 소정의 제2 내부 전원선

을 통하여 제2 내부 전원 전압이 공급되며, 제1 두께의 게이트 산화층을 가지는 셀 인터페이스부; 소정의 외부 전원선

을 외부 전원 전압이 공급되며, 제1 두께보다 두꺼운 제2 두께의 게이트 산화층을 가지는 주변 회로부; 외부 전원 전

압을 분압하여, 상기 제1 내부 전원 전압을 제공하는 제1 내부 전원 회로; 및 제2 내부 전원 전압을 드라이빙하는 드

라이빙부를 포함하는 제2 내부 전원 회로를 구비한다. 제1 및 제2 내부 전원 전압의 설정 전압 레벨은 외부 전원 전압

의 레벨보다 낮으며, 외부 전원 전압의 레벨에 연동한다. 삼중의 전원선을 가지는 에스램은 삼중의 전원선을 가지므로

셀 인터페이스부에 의하여 발생되는 내부 전원 전압의 전류 소모에 효율적으로 대응할 수 있고, 스탠바이 모드에서는

전류 소모를 최소화할 수 있다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

본 발명의 상세한 설명에서 사용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여, 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 삼중의 전원선을 가지는 에스램을 개념적으로 나타내는 도면이다.

도 2는 도 1의 메모리 어레이에 포함되는 메모리 셀을 대표적으로 나타내는 도면이다.

도 3은 도 1의 제1 내부 전원 회로를 구체적으로 나타내는 회로도이다.

도 4는 도 1의 제2 내부 전원 회로를 구체적으로 나타내는 도면이다.

도 5는 도 1의 연결부를 구체적으로 나타내는 도면이다.

발명의 상세한 설명
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발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 메모리 장치에 관한 것으로서, 특히 이중 두께의 게이트 산화층을 가지는 에스램(SRAM: Static Random A

ccess Memory)에 관한 것이다.

에스램은 개략적으로 메모리 어레이부, 셀 인터페이스부와 주변 회로부로 구성된다. 에스램의 집적도를 높이기 위하

여, 메모리 어레이부의 트랜지스터들은 거의 설계 한계(design rule)에 가까운 크기로 구현된다. 또한, 메모리 어레이

부에 배치되는 트랜지스터의 게이트 산화층의 두께(예를 들면, 35Å)는 주변 회로부에 배치되는 트랜지스터의 게이트

산화층(예를 들면, 75Å)에 비하여 얇다. 그러므로, 메모리 어레이부에 배치되는 트랜지스터의 게이트 산화층의 신뢰

성을 높이기 위하여, 트랜지스터의 게이트에는 외부 전원 전압이 강하된 내부 전원 전압이 인가된다. 일반적인 에스

램에서는, 메모리 어레이부에 배치되는 메모리 셀은 래치 구조를 가지므로, 메모리 어레이부에서 소모되는 전력은 상

대적으로 적은 값이다. 그러므로, 종래의 에스램에 내부 전원 전압을 발생하는 내부 전원 회로는 외부 전원 전압을 분

압하여 발생하는 형태로 구현된다. 한편, 최근의 에스램은 집적도를 더욱 향상시키기 위하여, 메모리 어레이부 뿐만 

아니라 셀 인터페이스부의 트랜지스터들도 설계 한계에 가까운 크기로 구현된다. 또한, 셀 인터페이스부에 배치되는 

트랜지스터도 메모리 어레이부에 배치되는 트랜지스터와 마찬가지로, 얇은 게이트 산화층을 가진다.

그런데, 셀 인터페이스부에 배치되는 회로들의 동작시에는 메모리 어레이부에 비하여 상당히 큰 값의 전류를 소모한

다. 따라서, 외부 전원 전압을 분압하여, 내부 전원 전압을 발생하는 형태의 내부 전원 전압 발생 회로를 가지는 종래

의 에스램은, 셀 인터페이스부에 의한 전류 소모로 인하여, 메모리 어레이부의 정상적인 메모리 셀도 불량인 것처럼 

동작하는 문제점을 가진다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 얇은 게이트 산화막을 가지는 셀 인터페이스부의 트랜지스터를 가지는 에스램으로서, 셀 인터페이

스부에 의한 전류 소모에 효율적으로 대응할 수 있는 에스램을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일면은 삼중의 전원선을 가지는 에스램(SRAM)에 관한 것이다. 

본 발명의 에스램(SRAM)은 행과 열에 배열되는 다수개의 단위 메모리 셀들을 포함하고, 소정의 제1 내부 전원선을 

통하여 제1 내부 전원 전압이 공급되는 메모리 어레이부로서, 상기 단위 메모리 셀의 트랜지스터는 제1 두께의 게이

트 산화층을 가지는 메모리 어레이부; 상기 메모리 어레이의 상기 메모리 셀들을 구동하기 위한 소정의 구동 회로들

을 포함하고, 소정의 제2 내부 전원선을 통하여 제2 내부 전원 전압이 공급되는 셀 인터페이스부로서, 상기 구동 회로

의 트랜지스터는 상기 제1 두께의 게이트 산화층을 가지는 상기 셀 인터페이스부; 상기 에스램의 구동하는 주변 회로

들을 포함하며, 소정의 외부 전원선을 외부 전원 전압이 공급되는 주변 회로부로서, 상기 주변 회로의 트랜지스터는 

상기 제1 두께보다 두꺼운 제2 두께의 게이트 산화층을 가지는 상기 주변 회로부; 상기 외부 전원 전압을 분압하여, 

상기 제1 내부 전원 전압을 제공하는 제1 내부 전원 회로; 및 상기 제2 내부 전원 전압을 드라이빙하는 드라이빙부를 

포함하는 제2 내부 전원 회로를 구비한다. 상기 제1 및 제2 내부 전원 전압의 설정 전압 레 벨은 상기 외부 전원 전압

의 레벨보다 낮으며, 상기 외부 전원 전압의 레벨에 연동한다.

본 발명과 본 발명의 동작 상의 잇점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 충분히 이해하기 위해서는 본 발명

의 바람직한 실시예를 예시하는 첨부 도면 및 첨부 도면에 기재된 내용을 참조하여야만 한다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다. 각 도면에 대

하여, 동일한 참조부호는 동일한 부재임을 나타낸다.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 삼중의 전원선을 가지는 에스램을 개념적으로 나타내는 도면이다. 도 1을 참조하

면, 에스램은 개략적으로 주변 회로부(10), 셀 인터페이스부(20), 메모리 어레이부(30)로 구분된다. 메모리 어레이부(

30)는 행과 열로 지정되는 매트릭스(matrix) 구조에 배열되는 복수개의 메모리 셀들(30a)을 가지며, 각각의 메모리 

셀은 데이터를 저장할 수 있다. 셀 인터페이스부(20)에는, 메모리 어레이부(30)의 메모리 셀을 지정하고, 구동하기 위

한 회로들(예를 들면, 행 디코더, 열 디코더, 프리차아지 회로 등)이 배치된다. 주변 회로부(10)에는, 메모리 셀에/로부

터 데이터를 입/출력하기 위한 회로들(예를 들면, 입/출력 버퍼, 어드레스 버퍼, 내부 전원 전압 발생 회로 등)이 배치

된다.

메모리 어레이부(30)에 배치되는 메모리 셀들(30a)의 트랜지스터들(N1, N2, N3, N4, P1, P2, 도 2참조)은 상대적으

로 얇은 제1 두께의 게이트 산화층을 가진다. 셀 인터페이스부(20)에 배치되는 트랜지스터(미도시)도 메모리 어레이

부(30)에 배치되는 트랜지스터와 같은 제1 두께의 게이트 산화층을 가진다. 한편, 주변 회로부(10)에 배치되는 트랜

지스터(미도시)는 상대적으로 두꺼운 제2 두께의 게이트 산화층을 가진다.

도 2에는 도 1의 메모리 어레이(30)에 포함되는 메모리 셀(30a)이 대표적으로 나타난다. 메모리 셀(30a)은 2개의 피

모스 트랜지스터들(P1, P2)와 4개의 앤모스 트랜지스터들(N1, N2, N3, N4)로 구성된다. 상기 피모스 트랜지스터들(

P1, P2)은 부하 트랜지스터로, 앤모스 트랜지스터들(N1, N2)은 드라이빙 트랜지스터로 각각 구동한다. 상기 트랜지

스터들(P1, P2, N1, N2)에 의하여, 데이터를 저장하는 래치부(200)가 구현된다. 한편, 상기 앤모스 트랜지스터들(N3
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, N4)은 워드라인(WL)에 의하여 게이팅되며, 래치부에 의하여 저장된 데이터를 비트라인(BL)과 상보 비트라인(/BL)

으로 전송한다. 메모리 셀(30a)의 피모스 트랜지스터(P1, P2)의 드레인 단자에는 제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)이 

인가된다.

다시 도 1을 참조하면, 주변 회로부(10)에는, 외부 전원선(N11)을 통하여 외부 전원 전압(VCC)이 공급된다. 여기서, 

외부 전원 전압(VCC)은 본 발명의 에스램에 직접적으로 공급되는 전원 전압을 말한다. 메모리 어레이부(30)에는, 제

1 내부 전원선(N21)을 통하여, 제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)이 단위 메모리 셀(30a)의 전원 전압으로 공급된다. 

상기 제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)은 제1 내부 전원 회로(41)로부터 제공되는 전압으로서, 상기 외부 전원 전압(V

CC)이 분압된 전압이다. 그러므로, 제1 내부 전원 회로(41)는 전류의 소모는 작으나, 전류 구동 능력이 약하다. 바람

직하기로는, 상기 제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)은 상기 외부 전원 전 압(VCC)이 분압된 전압의 1/2이다. 셀 인터

페이스부(20)에는, 제2 내부 전원선(N31)을 통하여, 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)이 전원 전압으로 공급된다. 상

기 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)은 제1 내부 전원 회로(41)에 의하여 드라이빙되는 전압으로서, 상기 제1 내부 전

원 전압(VCC_INT1)을 기준으로 한다. 따라서, 제2 내부 전원 회로(51)는 제1 내부 전원 회로(41)에 비하여, 전류 구

동 능력이 강하며, 전류 소모가 크다.

한편, 칩 선택 신호(/CS)가 디스에이블된 경우 즉, 스탠바이(stand-by) 모드에서는, 제2 내부 전원 회로(51)의 동작

은 차단되고, 제1 내부 전원선(N21)과 제2 내부 전원선(N31)은 연결부(61)를 통하여 전기적으로 연결된다.

도 3은 도 1의 제1 내부 전원 회로(41)를 구체적으로 나타내는 회로도이다. 도 3을 참조하면, 제1 내부 전원 회로(41)

는 제1 및 제2 앤모스 트랜지스터(301, 305), 제1 및 제2 피모스 트랜지스터(303, 307), 제1 및 제2 저항(309, 311)

을 포함한다. 제1 앤모스 트랜지스터(301)의 게이트 단자와 드레인 단자는 제1 공통 단자(N302)에 공통적으로 접합

된다. 제1 공통 단자(N302)와 외부 전원 전압(VCC) 사이에는, 제1 저항(309)이 존재한다. 제1 피모스 트랜지스터(3

03)의 게이트 단자와 드레인 단자는 제2 공통 단자(N304)에 공통적으로 접합된다. 제2 공통 단자(N304)와 접지 전

압(VSS) 사이에는, 제2 저항(311)이 존재한다. 그리고, 제1 앤모스 트랜지스터(301)의 소스 단자와 제1 피모스 트랜

지스터(303)의 소스 단자는 서로 공통적으로 접합된다.

한편, 제2 앤모스 트랜지스터(305)는 상기 제1 공통 단자(N302)의 신호가 인 가되는 게이트 단자, 외부 전원 전압(V

CC)에 연결되는 드레인 단자, 제 1 내부 전원선(N21)에 연결되는 소스 단자를 가진다. 제2 피모스 트랜지스터(307)

는 상기 제2 공통 단자(N304)의 신호가 인가되는 게이트 단자, 접지 전압(VSS)에 연결되는 드레인 단자, 제 1 내부 

전원선(N21)에 연결되는 소스 단자를 가진다.

제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)은 제1 내부 전원선(N21)을 통하여 발생되며, 제2 앤모스 트랜지스터(305), 제2 피

모스 트랜지스터(307)의 컨덕턴스(conductance) 비로써 결정된다. 즉, 제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)은 상기 외부

전원 전압(VCC)을 분압하여, 소정의 전압 레벨로 결정된다. 그리고, 높은 저항값을 가지는 제1 및 제2 저항(309, 31

1)에 의하여, 상기 제1 내부 전원 회로(21)의 소모 전류는 저감된다. 상기 제1 및 제2 저항(309, 311)은 수동 소자뿐

만 아니라, 능동 소자(예를 들면, 트랜지스터)로도 구현될 수 있다. 전술한 바와 같이, 상기 제1 내부 전원 전압(VCC_I

NT1)은 외부 전원 전압(VCC)의 1/2인 것이 바람직하다. 하지만, 경우에 따라서는 제1 및 제2 저항(309, 311)의 저

항값 조정으로, 상기 제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)은 다소간 조절될 수 있다.

도 4는 도 1의 제2 내부 전원 회로(51)를 구체적으로 나타내는 도면이다. 도 4를 참조하면, 제2 내부 전원 회로(51)는

앰프부(410), 드라이빙부(430) 및 클램핑부(450)를 포함한다. 앰프부(410)는 제1 및 제2 풀업 트랜지스터(411, 413)

, 제1 및 제2 풀다운 트랜지스터(415, 417)와 소스 트랜지스터(419)를 포함한다. 상기 앰프부(410)는 액티브 모드에

서 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)의 레벨을 감지 증폭하여, 제어 신호(VCON)를 발생한다. 구체적으로, 제2 내부 

전원 전압(VCC_INT2)의 레 벨이 제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)의 레벨보다 높을 때에는, 제어 신호(VCON)는 외

부 전원 전압(VCC) 쪽의 레벨을 가진다. 반대로, 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)의 레벨이 제1 내부 전원 전압(VCC

_INT1)의 레벨보다 낮을 때에는, 제어 신호(VCON)는 접지 전압(VSS) 쪽의 레벨을 가진다. 여기서, 액티브 모드는 

칩 선택 신호(/CS)가 "로우"일 때이다. 한편, 스탠바이 모드 즉, 칩 선택 신호(/CS)가 "하이"일 때는, 제1 및 제2 피모스

트랜지스터(421, 423)가 "턴온"되어, 상기 제어 신호(VCON)는 외부 전원 전압(VCC)으로 고정된다. 그리고, 소스 트

랜지스터(419)는 "턴오프"된다. 따라서, 상기 앰프부(410)의 구동은 차단된다.

드라이빙부(430)는 액티브 모드에서 상기 제어 신호(VCON)에 의하여 게이팅되어, 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)

을 드라이빙하는 드라이빙 트랜지스터(433)를 포함한다. 그러므로, 상기 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)이 설정된 

전압보다 작은 값으로 하강하는 경우, 상기 드라이빙 트랜지스터(433)는 상기 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)을 드

라이빙하여 상승시킨다. 즉, 상기 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)이 전압 레벨이 하강하면, 상기 드라이빙부(430)는 

신속히 상기 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)을 상승시킨다. 한편, 스탠바이 모드에서는 피모스 트랜지스터(431)가 "

턴온"되어, 상기 제어 신호(VCON)를 외부 전원 전압(VCC)으로 고정한다. 그러므로, 상기 드라이빙부(430)의 드라이

빙은 차단된다.

클램핑부(450)는 상기 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)의 레벨을 클램핑한다. 따라서, 상기 제2 내부 전원 전압(VCC

_INT2)은 소정의 전압 레벨 이하로 제어된다. 한편, 스탠바이 모드에서는 앤모스 트랜지스터(451)가 "턴오프"되어, 

상기 클램핑 부(450)의 클램핑은 차단된다.

정리하면, 셀 인터페이스부(20)의 회로들에 의한 상기 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)의 전류 소모가 발생하는 경우

, 상기 제2 내부 전원 회로(51)의 드라이빙부(430)가 구동되어, 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)은 신속히 회복될 수 

있다. 그러나, 스탠바이 모드에서는 셀 인터페이스부(20)의 회로들의 구동에 의한 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)의

전류 소모는 매우 적은 값이다. 따라서, 상기 제2 내부 전원 회로(51)는 전류 소모를 최소화하기 위하여, 구동이 차단

되도록 구현된다.
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도 5는 도 1의 연결부(61)를 구체적으로 나타내는 도면이다. 상기 연결부(61)는 상기 칩 선택 신호(/CS)의 반전 신호

에 의하여 게이팅되는 피모스 트랜지스터(501)를 포함한다. 따라서, 스탠바이 모드에서, 피모스 트랜지스터(501)가 "

턴온"되어, 상기 제2 내부 전원선(N31)은 제1 내부 전원선(N21)과 전기적으로 연결된다. 그러므로, 제2 내부 전원 전

압(VCC_INT2)은 제1 내부 전원 전압(VCC_INT1)과 동일한 전압 레벨을 가진다.

전체적으로, 본 발명의 에스램에 의하면, 메모리 어레이부(30)에는 분압의 형태의 회로에 의하여 발생되는 제1 내부 

전원 전압(VCC_INT1)이 공급되고, 셀 인터페이스부(20)에는 드라이빙으로 발생되는 제2 내부 전원 전압(VCC_INT

2)이 공급된다. 그리고, 스탠바이 모드에서는 제2 내부 전원 회로(51)의 구동이 차단되고, 제1 내부 전원 전압(VCC_I

NT1)과 제2 내부 전원 전압(VCC_INT2)은 전기적으로 연결된다. 따라서, 액티브 모드에서는, 셀 인터페이스부(20)

에 의하여 발생되는 내부 전원 전압의 전류 소모에 효율적으로 대응할 수 있으며, 스탠바이 모드에서는 전류 소모가 

최소화된다.

본 발명은 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지

식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진

정한 기술적 보호 범위는 첨부된 등록청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

발명의 효과

상기와 같은 본 발명의 에스램은 삼중의 전원선을 가지므로 셀 인터페이스부에 의하여 발생되는 내부 전원 전압의 전

류 소모에 효율적으로 대응할 수 있고, 스탠바이 모드에서는 전류 소모를 최소화할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
에스램(SRAM)에 있어서,

행과 열에 배열되는 다수개의 단위 메모리 셀들을 포함하고, 소정의 제1 내부 전원선을 통하여 제1 내부 전원 전압이 

공급되는 메모리 어레이부로서, 상기 단위 메모리 셀의 트랜지스터는 제1 두께의 게이트 산화층을 가지는 메모리 어

레이부;

상기 메모리 어레이의 상기 메모리 셀들을 구동하기 위한 소정의 구동 회로들을 포함하고, 소정의 제2 내부 전원선을

통하여 제2 내부 전원 전압이 공급되는 셀 인터페이스부로서, 상기 구동 회로의 트랜지스터는 상기 제1 두께의 게이

트 산화층을 가지는 상기 셀 인터페이스부;

상기 에스램의 구동하는 주변 회로들을 포함하며, 소정의 외부 전원선을 외부 전원 전압이 공급되는 주변 회로부로서,

상기 주변 회로의 트랜지스터는 상기 제1 두께보다 두꺼운 제2 두께의 게이트 산화층을 가지는 상기 주변 회로부;

상기 외부 전원 전압을 분압하여, 상기 제1 내부 전원 전압을 제공하는 제1 내부 전원 회로; 및

상기 제2 내부 전원 전압을 드라이빙하는 드라이빙부를 포함하는 제2 내부 전원 회로를 구비하며,

상기 제1 및 제2 내부 전원 전압의 설정 전압 레벨은

상기 외부 전원 전압의 레벨보다 낮으며, 상기 외부 전원 전압의 레벨에 연 동하는 것을 특징으로 하는 에스램.

청구항 2.
제1 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 내부 전원 전압의 레벨은

상기 외부 전원 전압의 레벨에 비례하는 것을 특징으로 하는 에스램.

청구항 3.
제2 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 내부 전원 전압의 레벨은

상기 외부 전원 전압의 레벨의 1/2인 것을 특징으로 하는 에스램.

청구항 4.
제1 항 내지 제3 항 중의 어느 하나의 항에 있어서, 상기 에스램은

스탠바이 모드에서, 상기 제1 내부 전원선과 상기 제2 내부 전원선을 전기적으로 연결하는 연결부를 더 구비하며,

상기 제2 내부 전원 회로는

상기 스탠바이 모드에서 상기 제2 내부 전원 전압의 공급을 차단하는 것을 특징으로 하는 에스램.

청구항 5.
제4 항에 있어서, 상기 제2 내부 전원 회로는

상기 제1 내부 전원 전압의 레벨에 대한 상기 제2 내부 전원 전압의 레벨에 응답하는 제어신호를 발생하되, 상기 스탠

바이 모드에서는 구동이 차단되는 앰프부;

상기 제어신호에 의하여, 상기 제2 내부 전원 전압의 레벨을 드라이빙하되, 상기 스탠바이 모드에서는 드라이빙이 차

단되는 상기 드라이빙부; 및

상기 제2 내부 전원 전압의 레벨을 클램핑하되, 상기 스탠바이 모드에서는 클램핑이 차단되는 클램핑부를 구비하는 

것을 특징으로 하는 에스램.

도면
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도면1

도면2
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